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(57) Abstract 

A pressure sensor has a substrate (21) and o layer (25) which defioes together with the substrate a pressure sensor cavity (24). The 
layer bas a diaphragm- like area (26) upon which an outer pressure may be applied. In order to create a micrommiarurized pressure sensor of 
the abovc-mcocioncd type for diffcreDtial or relative pressure measurements, a channel (27) which extends along the surface of the substrate 
is connected to the cavity. The channel has a layered structure which also includes the layer which defines the diaphragm-like area of the 
pressure sensor. The relation between the width of the channel and the thickness of the layered structure (25, 30) above the channel is 
smaller than the rclaiion between the smallest dimension of ±e diaphragm- like area in the plane of the diaphragm and the thickness of the 
diaphragm- like area. 
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• (57) Zusammeafassung 



Ein Dnickscnsor umfasst ein Substrai (21) und cine Schicht (25), die zusammcn mit dem Substrat einen Dnicksensorhohlraum 
(24) festlegt, wobci die Schicht ein Membrao-artiges Gebiet (26) aufweist, das von einem Aussendnick beaufschlagbar isL Ein 
nnikromiDiaturisierbarer Dnicksensor der oben genannten Art fair die Differenzdruckniessung oder Relativdruckmessung wird dadurch 
gescbaffcD,- dass sich an den Hohlraum ein Kanal (27) anschliessU der sich entlang der OberMche des Substrates erstreclct, wobei dcr 
Kanal cine Schichtsimkair umfasst, die die Schicht mit umfasst, welche auch das Membran-artige Gebiet des Ehucksensors festlegt, wobei 
das Verfaaltnis dcr Breite des Kanaies 2U der Dicke dcr Schicbtstniktur (25, 30) oberhalb des Kanales kleincr ist als das Verbaltnis dcr 
klcinstcD Erstrcckung des Mcmbran-ardgcn Gcbictes in dcr Mcmbrancbcnc zu dcr Dickc des Mcmbran-artigcn Gcbict/». 
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Drucksensor 

Beschreibung 

Allgemein befaBt sich die Erfindung mit dem Gebiet der 
Drucksensoren , Insbesondere befaBt sich die Erfindung mit 
einem Relativdrucksensor , der als eine mikromechanische 
Struktur mit kleinsten Dimensionen implementiert warden 
kann. Mit anderen Worten bezieht sich die Erfindung auf 
einen Drucksensor mit einem Substrat und einer mit diesem 
Substrat einen Hohlraum festlegenden Schicht, die oberhalb 
des Hohlraumes ein Membran-artiges Gebiet aufweist, das von 
einem auBerhalb des Hohlraumes herrschenden ersten Druck 
beauf schlagbar ist, gemaB dem Oberbegriff des Patentan- 
spruchs 1. 

Mit Methoden der Mikromechanik und insbesondere der Ober- 
f lachenmikromechanik implementierbare Drucksensoren sind in 
verschiedensten Ausgestaltungen in der jiingeren wissen- 
schaftlichen Literatur und in der jiingeren Patentliteratur 
geoffenbart worden. 

So zeigt beispielsweise die internationale Patentanmeldung 
PCT / DE9 1/00107 ( Verof f entlichungs-Nummer WO91/12507) der 
Anmelderin einen Absolutdrucksensor , der mit Methoden der 
Mikromechanik aus einem Halbleiterwerkstof f , wie insbesonde- 
re Silizium, hergestellt werden kann und der ein Substrat 
auf-weist^ in dem durch eine entsprechende Dotierung ein 
leitfahiger Halbleiterbereich gegeniiber dem Substrat iso- 
liert angeordnet ist, wobei eine Drucksensorstruktur dadurch 
auf diesem leitfahigen Halbleiterbereich in dem Halbleiter- 
substrat aufgebaut wird, daB zunachst eine Abstandshalter- 
schicht auf das Substrat aufgebracht wird, sodann eine poly- 
kristalline Halbleiterschicht auf der Abstandshalterschicht 
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abgeschieden wird, woraufhin die polykristalline Halbleiter- 
schicht dotiert wird und die Abstandshalterschicht , die auch 
als Opferschicht bezeichnet warden kann, durch Atzen liber 
geeignete Kanale entfernt wird. AbschlieSend werden die 
Kanale durch Abscheiden sines geeigneten Materiales ver- 
schlossen. Es ergibt sich eine kapazitive Drucksensorstruk- 
tur, bei der die polykristalline Halbleiterschicht zusaimen 
mit dem Substrat einen abgeschlossenen Hohlraum festlegt, 
der beispielsweise evakuiert sein kann Oder mit einem Gas 
mit einem vorbestimmten Druck gefiillt .sein kann. Ein der- 
artiger Drucksensor ist zwar dahingehend ausgesprochen vor- 
teilhaft, da3 er die Erfassung eines Absolutdruckes mit 
hoher Mefigenauigkeit ermoglicht und aufgrund der Isolation 
des Halbleiterbereiches gegeniiber "dem Substrat kompatibel 
fiir CMOS-Schaltungen gestaltet ist, jedoch ergibt sich eine 
Einschrankung dieses Drucksensors dahingehend, daB er nur 
fiir die Erfassung eines Absolutdruckes geeignet ist. 

Es sind bereits Relativdrucksensoren bzw. Drucksensoren fiir 
die Dif f erentialdruckmessung bekannt, die mit mikromechani- 
schen ^echnologien realisiert worden sind. So zeigt bei- 
spielsweise die Fachverof f entlichung -Journal of Vacuum 
Science & Technology/A, Band 4, Nr. 3, Mai bis Juni 198 6, 
Teil 1, Seite 618, Spalte 2, -letzter Absatz bis 619, Spalte 
1, erster Absatz in Verbindung mit Fig. 3 einen aus Halb- 
leitennaterialien aufgebauten Relativdrucksensor mit einem 
Substrat und einer zusammen mit dem Substrat einen Hohlraum 
festlegenden Polysiliziumschicht , wobei das Substrat eine 
Riickseitenof f nung aufweist, die durch anisotropes Atzen 
ausgehend von der Riickseite des Substrates bis zu dem Hohl- 
raum gebildet ist. Durch diese Riickseitenof f nung wird bei 
der Herstellung des Drucksensors eine Abstandshalterschicht 
bzw. Opferschicht zur Festlegung des spateren Drucksensor- 
hohlraumes mittels FluBsaure herausgeatzt . Es hat sich ge- 
zeigt, daB derartige Relativdrucksensoren nur eine unzu- 
reichende mechanische Stabilitat insbesondere im Uberlast- 
fall haben. Ferner hat sich erwiesen, daB derartige Relativ- 
drucksensoren Streuungen bezuglich ihrer Erf assungsempf ind- 
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lichkeit, also beispielsweise im Falle eines kapazitiven 
Relativdrucksensors Streuungen hinsichtlich des Quotientens 
der Kapazitatsanderung bezogen auf die Druckanderung auch 
innerhalb einer einzigen Fertigungscharge haben. 

Ausgehend von dem. cben beschriebenen Stand der Technik liegt 
der Erfindung daher die Aufgabe zugrunde, einen Drucksensor 
2U schaffen, mit dem eine Druckdif f erenz gemessen, warden 
kann und der bei guter Reproduzierbarkeit der Erf assungsemp- 
f indlichkeit innerhalb einer Herstellungscharge von Druck- 
sensoren eine weitgehende Mikrominiaturisierung erlaubt* 

Diese Aufgabe wird durch einen Drucksensor gemSfi Pate.ntan- 
spruch 1 gelost, 

Im Gegensatz zum Stand der Technik, der eine direkte Er- 
schlieBung des Hohlraumes des Drucksensors viber eine Riack- 
seitenof f nung des Substrates zeigt, lehrt die Erfindung, den 
Innendruck f iir den Drucksensorhohlraum iiber einen sich ent- 
lang der Oberflache des Substrates erstreckenden Kanal zuzu- 
fiihren. Ferner ist erf indungsgemaS vorgesehen, daB dieser 
Kanal gegeniiber dem Substrat von einer Schichtstruktur fest- 
gelegt wird, welche zumindest die erste Schicht umfaBt, die 
auch das Membran-artige Gebiet des Drucksensors bildet. Zu- 
satzlich fordert die Erfindung, daB das Verhaltnis der Brei- 
te des Kanales zu der. Dicke der Schichtstruktur oberhalb des 
Kanales kleiner sein soil als das Verhaltnis der kleinsten 
Erstreckung des Membran-artigen Gebietes in der Membranebene 
zu . der Dicke des Membran-artigen Gebietes. Hierdurch wird 
trotz des oberf lachennahen Verlaufes des Kanales gewahrlei- 
stet, daB eine nennenswerte Deformation der Gesamtstruktur 
nur im Bereich des Membran-artigen Gebietes stattfindet, 
vahrend die Struktur des Drucksensors im Bereich des Kanales 
von Dif f erenzdruckanderungen im wesentlichen unbeeinfluBt 
bleibt. Die Erfindung lehrt eine ortliche Trennung der 
eigentlichen Dr ucksensor f unkt ion , zu der die Erfassung des 
Dif f erenzdruckes durch Auslenkung des Membran-artigen Gebie- 
tes und die elektrische Erfassung der Auslenkung des Mem- 
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bran-artigen Gebietes sowie die mechanischen Funktionen der 
Uberlastf estigkeit und der spannungsf reien Membranhalterung 
zu zahlen sind, von der Funktion der Zufiihrung von eineia der 
beiden Driicke zu dem Drucksensorhohlraum, welche diirch die 
erf indungsgemaB ausgestaltete Kanalstruktur erzielt vird. 
Die durch die Erfindung geschaffene funktionale Trennung 
steht im Gegensatz zum Stand der Technik, da Relativdruck- 
sensoren nach dem Stand der Technik durch die riickseitige 
Offnung des Substrates unterhalb des Meinbran-artigen Gebie- 
tes Spannungen in den Meinbran-Bereich einfiihren, im Falls 
einer kapazitiven Erfassung der Membranauslenkung eine 
Abhangigkeit der Erf assungskapazitat von der kaum definier- 
baren Abmessung des vorderseitigen Austrittes der riicksei- 
tigen Offnung haben und da bei dieser Drucksensorstruktur 
zum Stand der Technik die Uberlastf estigkeit des Drucksen- 
sors eingeschrankt ist. 

Die erf indungsgemaSe Drucksensorstruktur ermoglicht trotz 
ihrer Fahigkeit der Dif f erenzdruckmessung die Erzielung 
samtlicher Vorteile des eingangs geschilderten Absolutdruck- 
sensors einschlieBlich seiner erhohten MeBgenauigkeit und 
seiner Kompatibilitat fur CMOS-Schaltungen . 

Bevorzugte Weiterbildungen des erf indungsgemaBen Drucksen- 
sors sind in den Unteranspriichen definiert. 

Bevorzugte Ausf iihrungsf ormen des erf indungsgemaBen Druck- 
sensors werden nachfolgend unter Bezugnahme auf die bei- 
liegenden Zeichnungen naher erlautert, Es zeigen: 

Fig. 1 Querschnittsdarstellungen zur Verdeutlichung ein- 
zelner Herstellungsschritte bei der Drucksensor- 
herstellung; 

Fig. 2 Querschnittsdarstellungen eines Drucksensors und 
eines zugeordneten Ref erenzelementes ; 

Fig. 3a eine erste Ausf iihrungsf orm des erf indungsgemaBen 
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Drucksensors in Querschnittsdarstellung; 

Fig. 3b eine zweite Ausf iihrungsf orin des erf indungsgemaBen 
Drucksensors in Querschnittsdarstellung; 

Fig. 4 eine Draufsicht auf ein Feld erf indungsgemaBer 
Drucksensoren nach einer dritten Ausf iihrungsf orm; 

Fig. 5 eine Querschnittsdarstellung einer ersten Ausftih- 
rungsform einer Drucksensoreinheit mit Gehause und 
der in Fig. 3a gezeigten ersten Ausf iihrungsf orm des 
Drucksensors; 

Fig. 6 eine Querschnittsdarstellung einer zweiten Ausfiih- 
rungsform einer Drucksensoreinheit mit Gehause und 
der in Fig. 3b gezeigten zweiten Ausf iihrungsf orm 
eines Drucksensors ; 

Fig. 7 eine Drauf sichtdarstellung einer Drucksensoranord- 
nung mit unterschiedlichen MembrangroBen fiir ver- 
schiedene Druckbereiche; und 

Fig, 8 eine Drauf sichtdarstellung einer DruckmeBanordnung 
zur Erfassung einer Druckverteilung mit hoher 
raumlicher Auflosung. 

Wie in Fig. 1 gezeigt ist, wird bei der Herstellung eines 
Drucksensors nach der vorliegenden Erfindung zunachst ein 
Substrat 1, das bei dem bevorzugten Ausf iihrungsbeispiel ein 
p-Siliziumsubstrat ist innerhalb eines Dotierungsbereiches 2 
mittels an sich iiblicher photolithographischer MaBnahmen mit 
einer Dotierung versehen, die entgegengesetzt zum Leitfahig- 
keitstyp des " Substrates ist. Bei dem gezeigten p-Substrat l 
wird demgemaB ein n'*"-Dotierungsbereich 2 erzeugt, urn einer- 
seits eine - gut leitfahige Elektrode zu bilden und um ande- 
rerseits diese Elektrode, die durch den Dot ierungsbereich 2 
festgelegt ist, gegenuber dem Substrat 1 durch einen pn- 
Ubergang zu isolieren. Nunmehr wird eine Isolatorschicht 3 
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aufgebracht. 

Auf diese wird eine Abstandshalterschicht 4, die auch als 
Opferschicht bezeichnet wird, beispielsweise durch Abschei- 
dung von Siliziumdioxid aufgebracht. Diese Abstandshalter- 
schicht 4 wird mittels an sich bekannter photolithographi- 
scher MaJBnahmen zur Festlegung des spateren Drucksensorhohl- 
raumes strukturiert , wobei dieser nittig oberhalb des . Dotie- 
rungsbereiches 2 angeordnet wird. Anschlie5end wird eine 
weitere Oxidschicht 5 abgeschieden und photolithographisch 
zur Festlegung von spateren Atzkanalen 6 strukturiert • Nun- 
mehr erfolgt die Abscheidung einer Polysiliziumschicht 1, 
welche zumindest im Bereich eines spateren Membran-artigen 
Gebietes 8 oberhalb eines Drucksensorhohlraumes 9 leitfahig 
dotiert ist. Durch Atzen mittels FluBsaure wird durch den 
Atzkanal 6 die aus Oxid bestehende Abstandshalterschicht 4, 
5 entfernt, woraufhin die Atzkanale 6 durch Abscheidung 
eines geeigneten Materiales, wie beispielsweise einer Oxid- 
schicht, verschlossen werden. 

Wie in Fig. 2 gezeigt ist, kann zur Bildung eines Druck- 
sensors, der dort in seiner Gesamtheit mit dem Bezugszeichen 
10 bezeichnet ist, eine abschlieBende Oxidschicht 9 im Be- 
reich des Membran-artigen Gebietes 8 durch Atzen entfernt 
werden, wahrend diese Oxidschicht 9 zur Festlegung eines von 
der Grundkapazitat her entsprechenden Ref erenzelementes , 
welches in seiner Gesamtheit mit dem Bezugszeichen 11 be- 
zeichnet ist, unverandert verbleibt. 

Eine Querschnittsdarstellung einer ersten Ausf iihrungsf orm 
eines erf indungsgemaJ3en Drucksensors , der in seiner Gesamt- 
heit mit dem Bezugszeichen 20 bezeichnet ist, wird nachfol- 
gend unter Bezugnahme auf Fig. 3a erlautert. Dieser umfafit 
ein Substrat 21 mit einem Dotierungsbereich 22, wobei die 
Dotierung wiederum entgegengesetzt zum Leitf ahigkeitstyp des 
Substrates 2 1 gewahlt ist. Oberhalb einer Isolatorschicht 23 
ist eine einen Drucksensorhohlraum 24 festlegende erste 
Polysiliziumschicht 25 vorgesehen, welche oberhalb des Do- 
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tierungsbereiches 22 ein Membran-artiges , diinnes Gebiet 26 
festlegti Dieses Membran-artige Gebiet 2 6 ist von einem er- 
sten Druck, der auch als AuBendruck bezeichnet werden kann, 
beauf schlagbar . 

Ausgehend von dem Drucksensorhohlraum 24 erstreckt sich ein 
an den Hohlraum 24 anschlie5ender Kanal 27 entlang der Ober- 
flache 28 des Substrates 21, welcher bei der hier gezeigten 
Ausf iihrungsf orm in einer Seitenof f nung 29 mtindet, 

Der Kanal wird gegentiber dem Substrat 21 von einer Schicht- 
struktur festgelegt, welche einerseits die erste Polysili- 
ziumschicht 25 umfaBt, die das Membran-artige Gebiet 2 6 des 
Drucksensors 2 0 umfaBt, und andererseits eine hierauf abge- 
schiedene Verstarkungsschicht 3 0 aufweist. Die Verstarkungs- 
schicht 3 0 oberhalb der ersten Polysiliziumschicht 2 5 kann 
ebenfalls aus Polysilizium bestehen. Gleichfalls ist es 
denkbar, diese Verstarkungsschicht auch aus Siliziumdioxid 
Oder Siliziumnitrid zu bilden. 

V7ie insbesondere bei der Drauf sichtdarstellung der Fig. 4 
auf ein Drucksensorf eld 40 mit einer Mehrzahl von miteinan- 
der verbundenen Drucksensoren 41 verdeutlicht ist, ist vor- 
zugsweise die Breite bk des Kanales 42 kleiner als der 
Durchmesser bzw. die kleinste Lateralerstreckung dm des 
Membran-artigen Gebietes eines jeden Drucksensors 41. Allge- 
Tnein muB das Verhaltnis der Breite bk des Kanales 27, 42 zu 
der Dicke ds der Schichtstruktur 25, 30 oberhalb des Kanales 
kleiner sein als das Verhaltnis der kleinsten Erstreckung dm 
des Membran-artigen Gebietes 26, 41 in der Membranebene zu 
der Dicke dg des Membran-artigen Gebietes 26. Hierdurch wird 
sichergestellt , daB der Dif f erenzdruck zwischen dem ersten 
Druck PI, der von auBen auf die Membran 2 6 einwirkt, zu dem 
iiber den Kanal 27 in den Drucksensorhohlraum 24 gefiihrten 
zweiten Druck P2 lediglich das Membran-artige Gebiet 2 6 
verformt, nicht jedoch eine nennenswerte Verformung der 
Schichtenstruktur 25, 30 im Bereich des Kanales hervorruft. 



BNSOCCID <WO 9ai7383Al I > 



wo 94/17383 



- 8 - 



PCT/DE93/0004fi 



Bei der genannten Dimensionierung kann bei ausreichend 
schinalen Kanalen 27 auf die zusatzliche Verstarkungsschicht 
3 0 verzichtet werden, obgleich diese als vorteilhaft ange- 
sehen wird. 

Die zweite Ausf tihrungsf orm eines Drucksensors , die in Fig, 
3b in ihrer Gesamtheit itiit dem Bezugszeichen 3 2 bezeichnet 
ist, stimmt mit Ausnahme der nachfolgend beschriebenen Ab- 
weichungen mit der unter Bezugnahme auf Fig. 3a beschriebe- 
nen ersten Ausf iihrungsf orm des Drucksensors 2 0 iiberein, wo- 
bei gleiche Bezugszeichen gleiche Oder ahnliche Teile 
bezeichnen. In Abweichung zu der ersten Ausf tihrungsf orm des 
Drucksensors 20 wird hier auf die Seitenof f nung 29 des 
Kanales 27 verzichtet, wobei der Kanal 27 auf der dem Druck- 
sensorhohlraum 24 abgewandten Seite durch die erste Poly- 
siliziumschicht 25 sowie die Verstarkungsschicht 3 0 gegen- 
liber dem Substrat 21 verschlossen ist. Das Substrat 21 weist 
unterhalb des Kanales 27 eine beispielsweise durch aniso- 
tropes Atzen erzeugte Riickseitenof f nung 33 auf. Die Riicksei- 
tenoffnung erstreckt sich von der Substratriickseite 3 4 durch 
das Substrat 21 hindurch derart bis zu der Vorderseite bzw. 
Oberflache 2 8 des Substrates 21, da5 der vorderseitige Aus- 
tritt 35 der Riickseitenof f nung 3 3 auBerhalb des Membran- 
artigen Gebietes 2 6 und lediglich im Bereich des Kanales 27 
zu liegen kommt. 

Fig. 5 zeigt eine Schnittdarstellung durch eine erste Aus- 
f Iihrungsf orm einer Drucksensoreinheit , die in ihrer Gesamt- 
heit mit dem Bezugszeichen 50 bezeichnet ist und ein Gehause 
51 sowie die unter Bezugnahme auf Fig. 3a beschriebene erste 
Ausf iihrungsf orm des Drucksensors 3 0 umfaBt. Das Gehause 51 
hat zwei voneinander beabstandete AnschluBrohre 52, 53, 
durch die der erste bzw, zweite Druck Pi, P2 anlegbar sind. 
Der Drucksensor 30 ist mit der Ruckseite des Silizium- 
substrates 21 gegenUber dem Boden 54 des Gehauses 51 bei- 
spielsweise durch eine Klebung festgelegt. Das Gehause ist 
durch eine Trennwand 55 in zwei Gehausebereiche 56, 57 fiir 
den ersten bzw. zweiten Druck PI, P2 unterteilt. Die Trenn- 
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wand verlauft im wesentlichen vertikal zu der Langsrichtung 
des Kanales 27 und dichtet init. deiti Drucksensor 2 0 im Bereich 
seiner Verstarkungsschicht 30 ab. 

Fig. 6 zeigt. eine zweite Ausf iihrungsf orm einer Drucksensor- 
einheit, die in ihrer Gesamtheit mit dem Bezugszeichen 60 
bezeichnet ist. Auch diese weist ein Gehause 61 auf, welches 
zwei Anschluiirohre 62, 63 zur Beauf schlagung mit dem ersten 
und zweiten Druck PI, P2 hat. Jedoch sind hier die AnschluS- 
rohre 62, 63 vorzugsweise an gegeniiberliegenden Wanden des 
Gehauses 61 vorgesehen. Die zweite Ausf iihrungsf orm des 
Drucksensors 32, wie sie unter Bezugnahme auf Fig. 3b be- 
schrieben wurde, ist mit ihrer Riickseitenof f nung 3 3 oberhalb 
des AnschluBrohres 63 gegeniiber der Wandung durch eine Kle- 
bung festgelegt, von der dieses Anschlu5rohr 63 ausgeht. 

Wie unter Bezugnahme auf Fig. 4 bereits erlautert wurde, 
kann eine auf einem Wafer ausgebildete Drucksensoreinheit 
ein Drucksensorf eld 40 sein, welches eine Vielzahl von 
Drucksensoren 41 umfaBt. Bei kapazitiver Auswertung wird man 
die einzelnen Elektroden parallel schalten, um durch diese 
feldartige Anordnung eine erhohte Empf indlichkeit zu errei- 
chen, Bei einem derartigen Drucksensorf eld werden die ein- 
zelnen Drucksensoren durch Kanale miteinander verbunden, 
deren Gestalt dem im einzelnen beschriebenen Kanal 27 weit- 
gehend ahnelt. 

Falls eine Erfassung unterschiedlicher Druckbereiche mit 
einem einzigen Drucksensorf eld erwunscht ist, wird man sich 
der in Fig. 7 in Drauf sichtdarstellung gezeigten Ausf iih- 
rungsf orm bedienen, die in ihrer Gesamtheit mit dem Bezugs- 
zeichen 70 bezeichnet ist. Diese Drucksensoranordnung 70 
umfaBt drei Drucksensorf elder 71, 72, 73, wobei die Flachen 
der Membran-artigen Gebiete des Drucksensorf eldes 71 groBer 
sind als diejenigen des Drucksensorf eldes 72, welche 
wiederum groBer sind als diejenigen des Drucksensorf eldes 
73. Damit dient das letztgenannte Drucksensorf eld 73 der Er- 
fassung eines hohen Druckbereiches , das zweitgenannte Druck- 
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sensorfeld 72 der Erfassung eines mittleren Druckbereiches , 
wahrend das erstgenannte Drucksensorf eld 71 fiir einen niede- 
ren Druckbereich vorgesehen ist. 

Fig. 8 zeigt eine weitere Drucksensoranordnung in Drauf- 
sichtdarstellung, die in Ihrer Gesamtheit mit dem Bezugs- 
zeichen 8 0 bezeichnet ist. Diese Drucksensoranordnung umfaBt 
sechs Drucksensorf elder 81, 82, 83, 84, 85, 86, welche auf 
einem einzigen Chip angeordnet. sind und jeweils eine Mehr- 
zahl von . yorzugsweise vier miteinander uber Kanale verbun- 
denen Drucksensoren 81a, 81b, 81c, 81d uinfassen, Jedes der 
Drucksensorf elder 81, 82, 83, 84, 85, 86 steht mit einem 
Kanal 87, 88, 89, 90, 91, 92 in Verbindung* Die Kanale sind 
an einem Druckerf assungsbereich 9 3 auf dem Chip auf einen 
engen Raum zusammengef lihrt , um- hier die Messung einer Druck- 
verteilung P2, P7 mit vergleichsweise hoher raumlicher 

Auflosung zu ermoglichen. 
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Patent anspriiche 

1. Drucksensor iriit 

einem Substrat (21) und 

einer mit dem Substrat (21) einen Hohlraum (24) fast- 
legenden ersten Schicht (25) , die oberhalb des Hohl- 
raumes (24) ein Membran-artiges Gebiet (2 6) aufweist, 
das von einem auBerhalb des Hohlraumes (24) herrschenden 
Druck (PI) beauf schlagbar ist, dadurch gekennzeichnet , 

daB sich an den Hohlraum (24) ein Kanal (27) anschlieBt, 
der sich entlang der Oberflache (28) des Substrates (21) 
erstreckt und mit einem zweiten Druck (P2) beauf schlag- 
bar ist, . - 

daB der Kanal (27) von einer Schichtstruktur (25, 30) 
und dem Substrat (21) festgelegt ist, 

- daB die Schichtstruktur (25, 30) zumindest die erste 
Schicht (25) umfaBt, und 

da3 das Verhaltnis der Breite (bk) des Kanales (27) zu 
der Dicke (ds) der Schichtstruktur (25, 30) oberhalb des 

Kanales (27) kleiner ist als das Verhaltnis der klein 

sten Erstreckung (dm) des Membran-artigen Gebietes (26) 
in der Membranebene zu der Dicke (dg) des Membran-arti- 
gen Gebietes (26) . 

2. Drucksensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 

daB die Schichtstruktur (25, 30) die erste Schicht (25) 
und eine mit der ersten Schicht (25) fest verbundene und 
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diese iiberdeckende und verstarkende zweite Schicht (30) 
umfaBt, 



3. Drucksensor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet , 

daB die erste Schicht (25) aus Polysilizium besteht, und 
daB die zweite Schicht (30) aus Polysilizium besteht. 

4. Drucksensor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet , 

daB die erste Schicht (25) aus Polysilizium besteht, und 
daB die zweite Schicht (3 0) aus Silizixmdioxid besteht. 

5. Drucksensor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet , 

daB die erste Schicht (25) aus Polysilizium besteht, und 
daB die zweite Schicht (30) aus Siliziumnitrid besteht. 

6. Drucksensor nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet , 

daB das Substrat eine Riickseitenof f nung (33) aufweist, 
die sich von der Substratriickseite durch das Substrat 
hindurch bis zu dem Kanal (27) erstreckt. 

7. Drucksensoranordnung, gekennzeichnet durch 

eine Mehrzahl von auf einem Chip ausgebildeten Drucksen- 
soren nach einem der Anspriiche 1 bis 6. 

8. Drucksensoranordnung nach Anspruch 7, dadurch 
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geJcennzeichent , 

daB jeder der Drucksensoren (81, 86) einen Kanal 

(87, 92) aufweist, welcher jeweils an den Hohlraim 

des Drucksensors (81, 86) anschlieBt, und 

da5 die KanSle (87, 92) an einein 

Druckerf assungsbereich (93) auf dem Chip zur Erfassung 

einer Druckverteilung mit hoher raumlicher Auflosung 
zusaiEunengef iihrt sind. 
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GEANDERTE ANSPRUCHE 

[beim Internationalen Buro am 19. November 1993 (19.11.93); 
ursprungl icher Anspruch 1 durch geanderten Anspruch 
1 ersetzt; ursprungl icher Anspruch 2 gestrichen; ursprungl iche Anspriiche 3-8 

umnumeriert in Anspruche 2-7 (2 seiten)] 

1. Drucksensor mit 

einem Substrat (21) und 

einer auf dem Substrat (21) abgeschiedenen und einen 
Hohlraum (24) festlegenden ersten Schicht (25), die 
oberhalb des Hohlratunes (24) ein Membran-artiges Gebiet 
(26) aufweist, das von einem auSerhalb des Hohlraumes 

(24) herrschenden Druck (PI) beauf schlagbar ist, 

einem Kanal (27), der sich an den Hohlraum (24) an- 
schlieBt und der sich entlang der Oberflache (28) des 
Substrates (21) unter der abgeschiedenen ersten Schicht 

(25) erstreckt und mit einem zweiten Druck (P2) beaiif- 
schlagbar ist, 

wobei der Kanal (27) von einer die erste Schicht (25) 
und eine auf der ersten Schicht (25) abgeschiedenen und 
diese liberdeckenden und verstarkenden zweiten Schicht 
(30) umfassenden Schichtstruktur (25, 3 0) einerseits und 
dem Substrat (21) andererseits festgelegt ist, 

die zweite Schicht (30) nicht das Membran-artige Gebiet 

(26) iiberdeckt, und 

das Verhaltnis der Breite (bk) des Kanales (27) zu der 
Dicke (ds) der Schichtstruktur (25, 3 0) oberhalb des 
Kanales (27) kleiner ist als das Verhaltnis der klein- 
sten Erstreckung (dm) des Membran-artigen Gebietes (26) 
in der Membranebene zu der Dicke (dg) des Membran-arti- 
gen Gebietes (26) . 

2. Drucksensor nach Anspruch 1, bei dem 

die erste Schicht (25) aus Polysilizium besteht, und 
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die zweite Schicht (30) aus Polysiliz ium besteht. 
3:. Drucksensor nach Anspriich 1, bei dem 

die erste Schicht (25) aus Polysilizium besteht, und 
die zweite Schicht (30) aus Siliziumdioxid besteht. 

4. Drucksensor nach Anspruch 1, bei dem 
die erste Schicht (25) aus Polysilizium besteht, und 
die zweite Schicht (30) aus Siliziumnitrid besteht, 

5. Drucksensor nach einem der Anspruche 1 bis 4, bei dem 

das Substrat eine Riickseitenof f nung (33) 
sich von der Substratriickseite durch das 
durch bis zu dem Kanal (27) erstreckt. 

6. Drucksensoranordnung, mit 

einer Mehrzahl von auf einem Chip ausgebildeten 
Drucksensoren nach einem der Anspruche 1 bis 5. 

7. Drucksensorancrdnung nach Anspruch 6, bei der 

-jeder der Drucksensoren (81, , -86)-einen. Kanal (87, 

- . , 92) aufweist, welcher jeweils an den Hohlraum des 
Drucksensors (81, 86) anschlieBt, und 

die Kanale (87, 92) an einem Druckerf assungsbereich 

(93) auf dem Chip zur Erfassung einer Druckverteilung 
mit hoher raumlicher Auflosung zusammengef iihrt sind. 



aufweist, die 
Substrat hin- 
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